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半导体物理学铺路人范绪筠教授鲜为人知的故事
谢亚祥 1 谢亚宏 2

(1 亚太美国学校)
(2 美国加州大学洛杉矶分校材料工程系)

范绪筠，创新的科学家，敬业的

学者，一位有影响的教师。他是世界

半导体物理开创性人物之一，也是一

位卓越的物理学家。他个子不高，但

是腰杆笔直，不苟言笑，但偶尔发言

却充满风趣幽默。他的父亲范其光，

幼年丧父，家境贫寒，小时就学于满

清政府举办的外语学堂“同文馆”。

十二三岁时，他被选派为中国第一批

留俄学生。十几年后学成回国时已是

一名有实际经验的铁路工程师。回国

历任数职后，于 1924年被派到哈尔

滨中东铁路任理事会理事。 后来曾

任中东铁路代局长。

范绪筠 1912年 7月 15日生于上

海。由于父亲工作的缘故，他的青少

年是在哈尔滨度过的。家中兄弟姊妹

四人，父亲严于家教，特别是对于两

个男孩，绪筠和绪箕，更是严格。

致使绪筠从小就养成了做事一丝不

苟，认真负责，严于克己的作风。

1933年，范绪筠以优越的成绩毕业于

中俄合办的哈尔滨工业大学(现今哈

尔滨工业大学的前身)，获得电机工

程学士学位，并荣获哈尔滨工业大学

的留学奖学金。他怀着对知识的渴

望，登上越洋客轮。踏上了前往美国

麻省理工学院 (MIT)深造的路途。

1937年获得麻省理工学院科学博士学

位。拥有满腔爱国热忱的范绪筠，同

年应清华大学工学院院长顾毓秀的邀

请，返回祖国， 加入了当时已南迁

至长沙的清华大学教师的行列， 从

此开始了他的教学生涯。

尽管绪筠一生事业上硕果累累，

但他最得意的就是在卞家的 5个漂亮

姊妹中赢得了比他小 8岁的卞荔年的

芳心。荔年与绪筠从小相识，可谓青

梅竹马。她的性格温慧贤淑，虽然身

为大家闺秀，却能吃苦耐劳，成为他

一生的贤内助。他们的新婚生活就是

在艰苦的战争年代开始的。

芦沟桥事变后，越来越多爱国师

生历经千辛万苦来到祖国内地，清华

大学也继续南迁到昆明与北京大学及

南开大学合并成立西南联合大学。

范绪筠随学校 一起迁到昆明，住进

了惠家大院。这惠家大院有几栋土木

结构、极其简陋的两层小楼。墙板中

间都有缝隙，连电灯也没有。可当时

这里的住客却是非同小可。著名科学

家、学者吴有训，赵忠尧，杨武之，

吴达元，杨业治，任之恭，赵访熊，

赵九章，姜立夫，叶楷等，还有清华

大学校长梅贻琦都住在这里。绪筠夫

妇和赵九章家就住在姜立夫，叶楷两

家楼下。真可谓精英荟萃，群贤云

集。这惠家大院门楼如今已成为文物

保护单位。因为它目睹了一代科学大

师们不畏战争、疾病以及艰苦的生活

条件，在资金匮乏，信息封闭的情形

图 1 范绪筠 (1912—2000)

图2 范绪筠(左一)与父母及兄弟姊妹合影

范绪筠(1912—2000)，世界著名半导体物理学家。哈尔滨工业大学电机工程学

士，美国麻省理工学院（MIT）博士。范绪筠毕生致力于半导体物理学的研究和发

展。留给后人的除了在半导体领域的多项里程碑式的研究成果，还为我们树立了一

个真正的科学工作者应如何实事求是地对待研究结果的楷模。本文作者愿与读者分

享范教授几个鲜为人知的故事。
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图3 新婚伉俪范绪筠与夫人卞荔年在昆明

下，以坚忍不拔的精神，日以继夜地

从事教育与科研的事迹。范绪筠在这

段期间里，完成了两篇颇有价值的学

术论文：《固体间电接触的理论》和

《金属间以及金属和半导体间的接

触》，发表在美国著名《物理学评

论》(Physical Review)上。这两篇文章

定性和定量地讨论了金属与半导体的

不同特性，特别是在半导体中，传导

电子的密度可能会出现严重偏离平衡

态的现象。他的研究结果对未来固体

电子学的发展及应用，具有十分重要

的意义。

科学家也是人，也需要吃饭。煮

饭这件事，成了绪筠和荔年两人生平

第一次。谁知这一项目，却不像其他

科研课题一样，虽然事先预习了煮饭

的理论，但实验结果却以失败告终。

一锅饭成了上面是饭，中间是夹生

米，下面是锅巴的结果。虽然从小生

活富裕，范绪筠却有着克勤克俭的个

性。平时衣着简朴。东西不用到坏是

不肯丢的。西南联合大学清华无线电

研究所的同事们， 曾有人打趣，看

他每天吃的是什么？趁他不在时打开

他的饭盒，里面竞然只有白饭、如同

白水的汤和一根没有肉的骨头！ 这

个故事可能有所夸张，至于原因是由

于勤俭，不会做饭，或是由于抗战期

间的经济困境，就不得而知了。

抗战胜利后，绪筠随同清华大学

一起回到北京。 因为学校有“庚子

赔款”的休假制度，1947年绪筠回到

他在美国的母校麻省理工学院作访问

学者。与此同时，普渡大学的物理系

主任哈洛维兹由于意识到半导体领域

的惊人潜力，正在组织一个由年青教

授，研究人员和研究生组成的精英团

队，目的在于解决一系列实验和理论

问题。因对绪筠 1942年发表的两篇

重要文章印象深刻，遂邀请他到该校

从事研究。 在战后百废待兴的时

代，半导体研究倍受重视，绪筠对于

科学研究的热忱得以充分发挥。 凭

借他对研究工作的热爱， 创新的思

想，一丝不苟的专注，对自己和团队

工作的高标准要求，研究进展突飞猛

进。他最有效地结合多样实验技术与

深刻的理论分析，几乎对半导体领域

的每一个分支都做出了精辟准确及原

创性的贡献。在极短的时间内，已是

成绩斐然，在国际上崭露头角，加入

世界知名学者的行列，并荣获了多项

科学技术奖。他的发明和成就，建

立了半导体物理学领域的诸多里程

碑，为当今蓬勃发展的半导体集成电

路( IC)事业奠定了坚实的基础。他关

于半导体光学性质的研究与发现，为

自由载子与光子的相互作用、有效电

荷质量以及电子能带结构等领域，提

供了奠基性的独到认识与理解。他关

于半导体红外穿透性的具有里程碑意

义的发现，为固体物理学开辟了一片

最肥沃的研究领域，从而引发了目

前以半导体光学为基础的电子产品

新时代。

普渡大学对范绪筠所取得的成就

引以为荣，于 1963年给范绪筠授予

邓肯物理学杰出讲座教授奖， 1990

图4 1969年在普渡大学授课

图5 1990年，普渡大学为授予范绪筠科学荣誉博士所举行科学研讨会合影(前排 ，左六)
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年授予普渡大学科学荣誉博士。范

绪筠是美国国家科学基金会和国家

科学院各种委员会和评审小组的成

员。他也是资深的美国物理学会会

员，以及台湾中央研究院院士。

范绪筠的几项极为重要的发现，

成为后人脍炙人口的故事：

一次在做完对自己提出的光伏效

应理论验证的实验后，发现数据竟然

完全与理论相符，换作别人一定高高

兴兴发表成果了事。但绪筠做事向来

一丝不苟，反复验证。当重新思考自

己提出的理论后，他意识到自己的理

论假设入射光强度沿样品厚度方向分

布是均匀的，这与当时众所认知的光

在样品表面会被强烈吸收的概念是背

道而驰的。为了揭开这个谜，他设计

了另一个实验来直接测量透射光的强

度。实验结果让他既惊奇又振奋，原

来锗晶体的光吸收率远低于当时的预

期，而光在样品厚度方向的分布确实

近似均匀。原来适用于一般金属的模

型并不适用于锗晶体。这一重要发现

为半导体研究开辟了一个新的领域：

不同半导体的光谱吸收结构的研究，

以及运用光谱吸收结构分析这一工具

来确定各种复杂材料的能带结构。

真正的科学工作者要有能从复杂

的实验数据中抽丝剥茧，去伪存真的

能力。范绪筠参与的另一个有趣的研

究就是一个最好的例子。在研究低于

能带宽度的光子在锗晶体中的透射率

过程中，发现的结果难以解释。他开

始思考，答案应该与自由载流子对光

的吸收能力有关。但接下来的实际测

量结果却又出乎意料地远高于理论预

测值。难道这个理论有错误？在经过

一系列假设、验证、修正、再验证的

努力后，这个问题终于得到了解释。

原来这与载流子的有效质量有关，有

效质量小于自由载流子质量的电荷，

有较强的光吸收能力。而半导体载流

子的有效质量，又与能带结构有关，

一般都远小于自由载流子质量。这就

给锗中的光吸收问题，作出了圆满的

解答，并使人们对所有半导体特性的

认识，增进了一大步。

2000年范绪筠逝世于美国印第安

纳州。普渡大学为纪念绪筠建立了以

其名字命名的奖学金，以传承一代学

者风范。范绪筠将毕生的精力都致力

于半导体的研究和发展。对于科学研

究，至热至衷； 对于工作，全力以

赴；对己对人，丝毫不苟， 至严至

谨；对于权势地位，视若无睹；对于

经济报酬，不为所动。留给后人的除

了在半导体领域的多项里程碑，还为

我们树立了一个真正的科学工作者，

如何实事求是对待研究结果的楷

模。这，就是范绪筠。
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图6 1983年春节，在家招待中国学生时所照(前排左二为夫人卞荔年)

附录Ⅰ

范绪筠简历

1912年7月15日生于上海

1932 年，毕业于中俄哈尔滨工业大学

(现哈尔滨工业大学)
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1937年，在美国麻省理工学院电机系获

博士学位
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